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InPに格子整合する In0.47Ga0.53Asや In0.83Ga0.17As0.36P0.64は，多接合太陽電池におけるボトムセルの

構成要素として有望と考えられており，それらの高効率化は重要な課題である．セルの開放電圧

(VOC)とエレクトロルミネッセンス(EL)の強度から導出される外部発光効率(ηext)との間には， 

VOC = VOC
rad + (kT/q) ln(ηext)という相関関係が知られている[1]．すなわち，ηext を求めることで，非

発光性再結合に起因する VOCの損失を定量的に評価することができる．本研究では，リアヘテロ

接合太陽電池(RHJ)と従来のフロント接合太陽電池(FJ)を，有機金属気相成長法によって試作し，

電気的及び光学的評価を行った．InGaAs 太陽電池の測定結果を Fig.1，Fig. 2，Table 1 に示す．

InGaAs太陽電池では，RHJ構造において VOC = 0.428 Vという高い開放電圧が実現された．更に

EL定量測定を行ったところ，ηext = 8.73% という高い外部発光効率が得られた．RHJ太陽電池に

おいては，空乏層がよりバンドギャップの大きい材料内に形成され非発光性再結合が抑制された

ことが，VOCの向上に寄与したと考えられる．本発表では，言及した InGaAs 太陽電池に加えて，

超高効率4接合太陽電池の実現に向けた InGaAsP太陽電池の試作と光学評価に関する報告を行う．  

    

 

 

 

 

 

 

 

*EQEと太陽光スペクトルから計算                    [1] Rau, U., Phys. Rev. B 76, 085303 (2007) 

Table 1: Photovoltaic performance of In0.47Ga0.53As single-junction solar cells  
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Fig. 1: Current-Voltage Characteristics Fig. 2: External Quantum Efficiency and EL Intensity 
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